
Fig.1 3 次元配列 VSi の(上)PL マッピング像、

(下)ODMR スペクトル 

SiC デバイス内の 3 次元配列シリコン空孔を用いた光検出磁場共鳴測定 
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【研究背景】 

近年、ワイドギャップ半導体中の点欠陥の光学特性を応用した量子センサが注目されている

[1,2]。炭化ケイ素(SiC)を母材とする点欠陥であるシリコン空孔(VSi)を用いることで、従来技術で

は測定不可能な SiC デバイス内部の温度や電流分布の高空間分解能・高感度直接センシングが可

能となる。そのため、VSi量子センサは SiCデバイスの研究開発に資する非常に強力な評価ツール

として期待される。我々は任意の位置に VSi 形成が可能なプロトンビーム描画(PBW)を用い、pn

ダイオード内への 2次元配列VSi形成およびそれを用いた磁場検出を試みている[3]。本研究では、

深さ制御も行うことで 3次元配列 VSiの形成を行い、その光学特性を評価した。 

【実験方法】 

n型 4H-SiCエピタキシャル膜付基板へ Al, Pイオンを注入して作製したプレーナ型 p+nn+ダイ

オードの電極周辺に、PBW(プロトン照射量=1´106 H+/dot)を用いて VSiドット(~1µm 径)パターン

を形成した。深さはプロトンエネルギーを 0.5、1.5、3MeVと変化させて制御した。評価には、671nm

レーザーを励起光とする共焦点走査型蛍光顕微鏡を用いた。 

【実験結果】 

フォトルミネッセンス(PL)マッピング測定から、発光強度の

異なる三つ組の光点からなるドット配列が形成されていること

(図 1(上))、発光強度の違いが深さに起因していることが確認さ

れた。また、これらの光点から光検出磁場共鳴(ODMR)スペクト

ル(@ゼロ磁場)が得られた(図 1(下))。以上の結果は、量子センサ

として使用可能な 3 次元配列 VSiが形成できたことを示してい

る。講演では、詳細な光学特性評価結果も合わせて報告する。 
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